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【はじめに】 

近年, 半導体デバイスの集積化限界を克服するために, エレクトロニクスの応用分野としてスピ

ントロニクスが注目されている. 特に酸化物系の希薄磁性半導体では室温以上の高温強磁性を示

す例が数多く報告されており, その一種としてMnドープ酸化インジウムスズ(Mn-ITO)薄膜が挙げ

られる. Mn-ITO 薄膜は 10-4 Ω·cm オーダーの低い電気抵抗率と可視光領域における高い透過率に

加えて室温強磁性を示すことから次世代デバイスの創生に向けた多機能材料としての応用が期待

される[1]. 本研究では, 室温成膜後の Mn-ITO薄膜に対する様々な温度でのアニール処理が Mn-ITO

薄膜の結晶性ならびに磁気特性を含む諸特性に与える効果の評価を目的とした. 

【実験・結果】 

RFマグネトロンスパッタリング法によって, 無アルカリガラス基板上に, In1.75Sn0.2Mn0.05O3の組

成比のターゲットを用いた Mn-ITO薄膜を室温下で作製した. 成膜条件は, Arガス流量 10 sccm, 放

電電力 120 W, 成膜時間 30 min とした. 成膜した試料に対して 450℃, 700℃ の温度でアニール処理

をそれぞれ 1 時間施した.  Figure.1 に各試料に対する X 線回折法による 2θ-θスキャンの結果を示

す. 回折強度の増加と複数のピークが現れていることから, アニール温度の上昇に伴って結晶性が

向上することが確認された. ホール効果測定を行ったところ，アニール処理によってキャリア密

度が増大するのに対し，移動度は減少した．さらに，紫外-可視吸収分光測定結果を用いて作成

した Tauc プロットのアニール温度依存性を Figure.2 に示す．アニール処理に伴い，バンドギャ

ップが増大した．アニール処理が磁気特性に与える影響については当日議論する予定である.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2. Mn ドープ ITO 膜の光学特性 Fig.1. Mn ドープ ITO 膜の XRD パターン 
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